Tecnologia Electrénica

Seminario 3: Punto de trabajo de Transistores de Efecto de Campo (JFET)

EJERCICIO 1:

Para el circuito de la figura, calcular:

a) Punto de trabajo Q=(Vgs,Ip)

b)  Vos

c Vb

d) Vg

e) Vs

f)  Indicar, de forma razonada, en qué

estado se encuentra el transistor.

Datos JFET: Vp= -8V, Ipss=10 mA

EJERCICIO 2:

Para el circuito de la figura, calcular el punto de trabajo
del JFET, Q=(Vgs,|p), sabiendo que el transistor tiene los
siguientes parametros:

Vp=-8VY, lpss=12.8 mA

EJERCICIO 3:

Para el circuito de la figura, calcular:

a) Punto de trabajo Q=(Vgs,Ip)

b) Vs

c Vb

d) Vg

e) Vs

f) Indicar, de forma razonada, en qué

estado se encuentra el transistor.

Datos JFET: Vp= -3V, Ipss=9 mA

EJERCICIO 4:

Para el circuito de la figura, calcular:

a) Punto de trabajo Q=(Vgs,Ip)

b) Vs

c Vb

d) Vg

e) Vs

f)  Indicar, de forma razonada, en qué

estado se encuentra el transistor.

Datos JFET: Vp= -4V, Ipss=8 mA
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Seminario 3: El transistor de efecto de campo (JFET)
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3. (3 ptos.) Dado el circuito de la figura en el que el transistor se caracteriza
por funcionar en las siguientes zonas:

» Corte: Vs < Visofr, Ip = 0.

» Saturacién: Vs > Visor, Vps > Vigs — Visofr-

Ves \°
Ip = Ipss (1 - )
p=b Vesofr

» Ohmica: Vs > Visorr, 0 < Vps < Vs — Vesorr-
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Use los siguientes valores: Vp =8V, Ipss = 1mA, Vpp =20V.
a) (2 ptos.) Se desea que por el transistor circule la mitad de la corriente
méaxima en saturacién. Obtenga Rs.

b) (1 pto.) ;Es posible conseguir que circule la misma corriente con el
transitor trabajando en la zona éhmica? Justifique la respuesta.



